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Монокристали напівпровідників типу AIIBVI характеризуються широким спектром 

фізико-хімічних властивостей та використовуються в якості підкладок під час виробництва 
детекторів рентгенівського випромінювання, сонячних батарей, оптичних та 
оптоелектронних приладів. 

Напівпровідникові кристали типу AIIBVI переважно утворюються з металічних 
елементів II В підгрупи, тому що елементи II A підгрупи у зв’язку з суттєвою різницею 
електронегативності з елементами VI групи формують матеріали з йонним типом хімічного 
зв'язку. Варто зауважити, що такі сполуки переважно є діелектриками. 

Досліджувані матеріали мають кристалічні решітки кубічного типу, а саме сфалерит 
та в’юртцит (рис.1), особливістю яких є однакові координаційні числа і в першій, і в другій 
координаційній сфері [1]. 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Структура кристалічних градок в’юртциту (а) та сфалериту (б) [1]. 
Структура типу сфалерит відрізняється від структури типу в’юртцит більшими 

міжатомними відстанями та розміщенням атомів в третій координаційній сфері, а спільним є 
те, що кожен атом оточений 4 іншими атомами з валентністю IV. Крім того, варто 
відзначити, що існує взаємоперехід між представленими структура від однієї до іншої, з яких 
сфалерит - низькотемпературна модифікацією, а в’юртцит – високотемпературна. 
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Властивості напівпровідників типу AIIТе зі структурою сфалериту 
Властивість ZnTe CdTe HgTe 

Період гратки, Å  6,1 6,48 6,43 
Мікротвердість, мПа  800-900 600 370 

Температура плавления, К 1568 1314 943 
Енергія атомізації, кДж/моль 456000 402000 310000 
Ширина забороненої зони, еВ 2,26 1,51 0,02 

Питомий опір, Ом·см 6,17 10 0,008 
 
З таблиці [2-4] видно, що для наведених напівпровідників зі зростанням порядкового 

номеру їх складових елементів характерна зміна фізико-хімічних властивостей матеріалів: 
зменшуються ширина забороненої зони та значення температури плавлення, однак зростає 
металічність зв'язку та відповідно закономірно зростає рухливість електронів. 

Автори [5-6] зазначають, що для систем типу CdTe–ZnTe у зв’язку з однаковою 
структурою, схожими параметрами елементарних коміром кристалів характерне формування 
твердих розчинів зі структурою сфалериту ZnxCd1-xTe. Встановлено [7], що зі зростанням 
вмісту цинку у їх складі збільшується й ширина забороненої зони напівпровідника. 
Виявлено, що найпоширеніші матеріали ZnxCd1-xTe із вмістом цинку від 0,08 до 0,15 мають 
ширину забороненої зони – 1,6 еВ. 

Саме унікальні властивості напівпровідникових монокристалів ZnxCd1-xTe 
зумовлюють їх використання як підкладок при вирощуванні епітаксійних плівок CdxHg1-xTe 
та для виготовлення детекторів рентгенівського та γ-випромінювання. Напівпровідники 
складу CdxHg1-xTe широко використовуються в інфрачервоній електроніці [8], при 
виготовлення інфрачервоних фотодетекторів, фотодіодів, інжекційних лазерів [9-10]. У таких 
матеріалах зміна вмісту Hg у твердих розчинах дозволяє регулювати їх ступінь металічності, 
так як CdTe має напівпровідникові властивості, а HgTe – металічні (володіє нульовою 
шириною забороненої зони). 
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